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S-8261シリーズは、高精度電圧検出回路と遅延回路を内蔵したリチウムイオン／リチウムポリマー二次電池向け保護ICで

す。 
1セル・リチウムイオン／リチウムポリマー二次電池パックの過充電、過放電、過電流の保護に最適なICです。 
 

■ 特長 
（1）高精度電圧検出回路内蔵 

・過充電検出電圧 3.900 V～4.500 V（5 mV ステップ対応） 精度±25 mV（25°C）、 
  ±30 mV（−5°C～+55°C） 
・過充電ヒステリシス電圧 0.1 V～0.4 V*1 精度±25 mV 
過充電ヒステリシス電圧は0.1 V～0.4 Vの範囲内から50 mVステップで選択可能 

・過放電検出電圧 2.000 V～3.000 V（10 mVステップ対応） 精度±50 mV 
・過放電ヒステリシス電圧 0.0 V～0.7 V*2 精度±50 mV 
過放電ヒステリシス電圧は0.0 V～0.7 Vの範囲内から100 mVステップで選択可能 

・過電流1検出電圧 0.050 V～0.300 V（10 mVステップ対応） 精度±15 mV 
・過電流2検出電圧 0.500 V（固定） 精度±100 mV 

（2）高耐圧（VM端子およびCO端子 : 絶対最大定格 = 28 V） 
（3）各種遅延時間（過充電：tCU、過放電：tDL、過電流 1：tIOV1、過電流 2：tIOV2）は内蔵回路のみで実現 

（外付け容量は不要） 精度±20% 
（4）3 段階の過電流検出回路内蔵（過電流 1、過電流 2、負荷短絡） 
（5）0 V 電池への充電機能「可能」／「禁止」の選択可能 
（6）パワーダウン機能「あり」／「なし」の選択可能 
（7）充電器検出機能、異常充電電流検出機能 

・VM端子のマイナス電圧（Typ. −0.7 V）検出により過放電ヒステリシスを解除します（充電器検出機能）。 
・DO端子の出力電圧がHighでVM端子電圧が充電器検出電圧（Typ. −0.7 V）以下の場合、CO端子の出力をLow

に落とします（異常充電電流検出機能）。 
（8）低消費電流 

・動作時 3.5 μA typ.、7.0 μA max. 
・パワーダウン時 0.1 μA max. 

（9）広動作温度範囲 −40°C～+85°C 
（10）鉛フリー、Sn 100%、ハロゲンフリー*3 
 
*1. 過充電解除電圧 = 過充電検出電圧−過充電ヒステリシス電圧（ただし、過充電解除電圧＜3.8 Vの選択は不可能） 
*2. 過放電解除電圧 = 過放電検出電圧+過放電ヒステリシス電圧（ただし、過放電解除電圧＞3.4 Vの選択は不可能） 
*3. 詳細は「 品目コードの構成」を参照してください。 
 

■ 用途

・リチウムイオン二次電池パック 
・リチウムポリマー二次電池パック 
 

■ パッケージ

・SOT-23-6 
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■ ブロック図 
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■ 品目コードの構成 
 

1. 製品名 

 S-8261A  xx  MD  -  xxx  T2  x 

環境コード 
 U : 鉛フリー (Sn 100%)、ハロゲンフリー 
 S : 鉛フリー、ハロゲンフリー 
 G  : 鉛フリー (詳細は販売窓口までお問い合わせください) 
 
テープ仕様での IC の向き*1 

 
製品略号*2 

 

パッケージ略号 
MD : SOT-23-6 

 
追番 

AA～ZZ まで順次設定 

 

*1. テープ図面を参照してください。 
*2. 「3.  製品名リスト」を参照してください。 

 
2. パッケージ 
 

パッケージ名 
図面コード 

パッケージ図面 テープ図面 リール図面 

SOT-23-6 MP006-A-P-SD MP006-A-C-SD MP006-A-R-SD 
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3. 製品名リスト 

表1 (1 / 2) 

製品名 
過充電 

検出電圧 
[VCU] 

過充電 
ヒステリシス 

電圧 
[VHC] 

過放電 
検出電圧 

[VDL] 

過放電 
ヒステリシス 

電圧 
[VHD] 

過電流1 
検出電圧 

[VIOV1] 

0 V電池への 
充電機能 

遅延時間の 
組み合わせ*1 

パワー 
ダウン 
機能 

S-8261AAGMD-G2GT2x 4.280 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.160 V 可能 (1) あり 
S-8261AAHMD-G2HT2x 4.280 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.080 V 可能 (1) あり 
S-8261AAJMD-G2JT2x 4.325 V 0.25 V 2.500 V 0.4 V 0.150 V 禁止 (1) あり 
S-8261AALMD-G2LT2x 4.300 V 0.10 V 2.300 V 0 V 0.080 V 禁止 (1) あり 
S-8261AAMMD-G2MT2x 4.300 V 0.10 V 2.300 V 0 V 0.200 V 禁止 (1) あり 
S-8261AANMD-G2NT2x 4.275 V 0.10 V 2.300 V 0.1 V 0.100 V 可能 (1) あり 
S-8261AAOMD-G2OT2x 4.280 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.130 V 禁止 (1) あり 
S-8261AAPMD-G2PT2x 4.325 V 0.25 V 2.500 V 0.4 V 0.100 V 禁止 (1) あり 
S-8261AARMD-G2RT2x 4.280 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.100 V 可能 (1) あり 
S-8261AASMD-G2ST2x 4.280 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.150 V 禁止 (2) あり 
S-8261AATMD-G2TT2x 4.300 V 0.10 V 2.300 V 0 V 0.080 V 可能 (3) あり 
S-8261AAUMD-G2UT2x 4.275 V 0.10 V 2.300 V 0.1 V 0.100 V 可能 (4) あり 
S-8261AAXMD-G2XT2x 4.350 V 0.10 V 2.300 V 0.1 V 0.100 V 可能 (4) あり 
S-8261AAZMD-G2ZT2x 4.280 V 0.25 V 2.500 V 0.4 V 0.100 V 禁止 (1) あり 
S-8261ABAMD-G3AT2x 4.350 V 0.20 V 2.500 V 0 V 0.200 V 可能 (4) あり 
S-8261ABBMD-G3BT2x 4.275 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.130 V 可能 (1) あり 
S-8261ABCMD-G3CT2x 4.300 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.130 V 可能 (1) あり 
S-8261ABIMD-G3IT2x 4.275 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.200 V 禁止 (5) あり 
S-8261ABJMD-G3JT2x 4.280 V 0.20 V 3.000 V 0 V 0.080 V 可能 (1) あり 
S-8261ABKMD-G3KT2x 4.100 V 0.25 V 2.500 V 0.4 V 0.150 V 禁止 (1) あり 
S-8261ABLMD-G3LT2x 4.275 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.050 V 禁止 (5) あり 
S-8261ABMMD-G3MT2x 4.280 V 0.20 V 2.800 V 0 V 0.100 V 可能 (1) あり 
S-8261ABNMD-G3NT2x 4.300 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.060 V 可能 (1) あり 
S-8261ABPMD-G3PT2x 4.200 V 0.10 V 2.800 V 0.1 V 0.150 V 禁止 (1) あり 
S-8261ABRMD-G3RT2x 4.275 V 0.20 V 2.500 V 0.4 V 0.150 V 禁止 (1) あり 
S-8261ABSMD-G3ST2x 4.280 V 0.10 V 2.500 V 0.5 V 0.180 V 禁止 (1) あり 
S-8261ABTMD-G3TT2x 4.280 V 0.20 V 3.000 V 0.4 V 0.080 V 可能 (5) あり 
S-8261ABYMD-G3YT2x 4.275 V 0.10 V 2.300 V 0.1 V 0.100 V 可能 (6) あり 
S-8261ABZMD-G3ZT2x 4.325 V 0.25 V 2.500 V 0.4 V 0.150 V 禁止 (6) あり 
S-8261ACAMD-G4AT2x 4.280 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.130 V 禁止 (6) あり 
S-8261ACBMD-G4BT2x 4.250 V 0.20 V 2.600 V 0.3 V 0.120 V 禁止 (1) なし 
S-8261ACDMD-G4DT2x 4.350 V 0.25 V 2.300 V 0.7 V 0.250 V 可能 (7) あり 
S-8261ACEMD-G4ET2x 3.900 V 0.10 V 2.000 V 0.3 V 0.100 V 可能 (1) あり 
S-8261ACFMD-G4FT2x 4.280 V 0.20 V 2.300 V 0 V 0.100 V 可能 (8) あり 
S-8261ACHMD-G4HT2x 4.465 V 0.30 V 2.100 V 0 V 0.150 V 可能 (9) あり 
S-8261ACIMD-G4IT2x 4.250 V 0.20 V 2.400 V 0.5 V 0.100 V 可能 (1) なし 
S-8261ACJMD-G4JT2x 4.275 V 0.10 V 2.300 V 0.1 V 0.150 V 可能 (1) あり 
S-8261ACKMD-G4KT2x 4.280 V 0.20 V 2.800 V 0 V 0.130 V 可能 (1) あり 
*1. 遅延時間の組み合わせ（1）～（9）の詳細については、表2を参照してください。 
 

備考 1. 上記以外の製品をご希望のときは、販売窓口までお問い合わせください。 
 2. x：GまたはU 
 3. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。 
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表1 (2 / 2) 

製品名 
過充電 

検出電圧 
[VCU] 

過充電 
ヒステリシス 

電圧 
[VHC] 

過放電 
検出電圧 

[VDL] 

過放電 
ヒステリシス 

電圧 
[VHD] 

過電流1 
検出電圧 

[VIOV1] 

0 V電池への 
充電機能 

遅延時間の 
組み合わせ*1 

パワー 
ダウン 
機能 

S-8261ACMMD-G4MT2x 4.325 V 0.20 V 3.000 V 0.4 V 0.060 V 禁止 (1) あり 
S-8261ACNMD-G4NT2x 4.215 V 0.10 V 2.300 V 0.1 V 0.130 V 禁止 (1) あり 
S-8261ACSMD-G4ST2y 4.350 V 0.10 V 2.300 V 0.1 V 0.150 V 可能 (6) あり 
*1. 遅延時間の組み合わせ（1）～（9）の詳細については、表2を参照してください。 
 
備考 1. 上記以外の製品をご希望のときは、販売窓口までお問い合わせください。 
 2. x : GまたはU 
 3. y : SまたはU 
 4. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。 
 

表2 

遅延時間の 
組み合わせ 

過充電検出 
遅延時間 

[tCU] 

過放電検出 
遅延時間 

[tDL] 

過電流1 
検出遅延時間 

[tIOV1] 

過電流2 
検出遅延時間 

[tIOV2] 

負荷短絡 
検出遅延時間 

[tSHORT] 
（1） 1.2 s 144 ms 9 ms 2.24 ms 320 μs 

（2） 1.2 s 144 ms 4.5 ms 2.24 ms 320 μs 

（3） 4.6 s 36 ms 18 ms 9 ms 320 μs 

（4） 4.6 s 144 ms 9 ms 2.24 ms 320 μs 

（5） 1.2 s 36 ms 9 ms 2.24 ms 320 μs 

（6） 1.2 s 144 ms 9 ms 1.12 ms 320 μs 

（7） 1.2 s 290 ms 18 ms 2.24 ms 320 μs 

（8） 1.2 s 144 ms 18 ms 2.24 ms 320 μs 

（9） 0.3 s 36 ms 9 ms 1.12 ms 320 μs 

備考 下記範囲内で遅延時間の変更も可能です。販売窓口までお問い合わせください。 

 

表3 

遅延時間 記号 選択範囲 備考 
過充電検出遅延時間 tCU 0.15 s 1.2 s*1 4.6 s 左記から選択 
過放電検出遅延時間 tDL 36 ms 144 ms*1 290 ms 左記から選択 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 4.5 ms 9 ms*1 18 ms 左記から選択 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 1.12 ms 2.24 ms*1 － 左記から選択 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 320 μs*1 600 μs 左記から選択 

*1. 標準品の遅延時間です。 
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■ ピン配置図 

 SOT-23-6 
Top view 
6 4 5 

1 2 3  

 表4 

 端子番号 端子記号 端子説明 

 1 DO 放電制御用FETゲート接続端子（CMOS出力） 
 2 VM VM～VSS間の電圧検出端子（過電流検出端子） 
 3 CO 充電制御用FETゲート接続端子（CMOS出力） 
 4 DP 遅延時間測定用テスト端子 
 5 VDD 正電源入力端子 
 6 VSS 負電源入力端子 
    

図2     
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■ 絶対最大定格 
 

表5 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 適用端子 定格 単位 
VDD-VSS間入力電圧 VDS VDD VSS−0.3～VSS+12 V 
VM入力端子電圧 VVM VM VDD−28～VDD+0.3 V 
CO出力端子電圧 VCO CO VVM−0.3～VDD+0.3 V 
DO出力端子電圧 VDO DO VSS−0.3～VDD+0.3 V 

許容損失 PD － 
250（基板未実装時） mW 

650*1 mW 
動作周囲温度 Topr － −40～+85 °C 
保存温度 Tstg － −55～+125 °C 

*1. 基板実装時 
[実装基板] 

(1) 基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
(2) 名称 ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
 

（1）基板実装時 （2）基板未実装時 
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図 3 パッケージ許容損失 
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■ 電気的特性 

1. 検出遅延時間以外（25°C） 
表6 

（特記なき場合：Ta = 25°C）

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定

条件 
測定 
回路 

検出電圧         

過充電検出電圧 
VCU = 3.900 V～4.500 V,  
5 mV Step 

VCU 
－ VCU 

−0.025 VCU VCU 

+0.025 V 1 1 

Ta = −5°C～55°C*1 VCU 

−0.030 VCU VCU 

+0.030 V 1 1 

過充電ヒステリシス電圧 
VHC = 0.1 V～0.4 V,  
50 mV Step 

VHC － VHC 

−0.025 VHC VHC 

+0.025 V 1 1 

過放電検出電圧 
VDL = 2.000 V～3.000 V,  
10 mV Step 

VDL － VDL 

−0.050 VDL 
VDL 

+0.050 V 2 2 

過放電ヒステリシス電圧 
VHD = 0.0 V～0.7 V,  
100 mV Step 

VHD － VHD 

−0.050 VHD VHD 

+0.050 V 2 2 

過電流1検出電圧 
VIOV1 = 0.050 V～0.300 V,  
10 mV Step 

VIOV1 － VIOV1 

−0.015 VIOV1 
VIOV1 

+0.015 V 3 2 

過電流2検出電圧 VIOV2 － 0.400 0.500 0.600 V 3 2 
負荷短絡検出電圧 VSHORT － 0.900 1.200 1.500 V 3 2 
充電器検出電圧 VCHA － −1.0 −0.7 −0.4 V 4 2 
入力電圧・動作電圧         
VDD−VSS間動作電圧 VDSOP1 内部回路動作電圧 1.5 － 8 V － － 
VDD−VM間動作電圧 VDSOP2 内部回路動作電圧 1.5 － 28 V － － 
消費電流（パワーダウン機能あり）        
通常動作時消費電流 IOPE VDD = 3.5 V, VVM = 0 V 1.0 3.5 7.0 μA 5 2 
パワーダウン時消費電流 IPDN VDD = VVM = 1.5 V － － 0.1 μA 5 2 
消費電流（パワーダウン機能なし）        
通常動作時消費電流 IOPE VDD = 3.5 V, VVM = 0 V 1.0 3.5 7.0 μA 5 2 
過放電時消費電流 IOPED VDD = VVM = 1.5 V 1.0 3.0 5.5 μA 5 2 
出力抵抗         

CO端子抵抗“H” RCOH VCO = 3.0 V, 
VDD = 3.5 V, VVM = 0 V 2.5 5 10 kΩ 7 4 

CO端子抵抗“L” RCOL 
VCO = 0.5 V, 
VDD = 4.5 V, VVM = 0 V 2.5 5 10 kΩ 7 4 

DO端子抵抗“H” RDOH VDO = 3.0 V, 
VDD = 3.5 V, VVM = 0 V 2.5 5 10 kΩ 8 4 

DO端子抵抗“L” RDOL 
VDO = 0.5 V,  
VDD = VVM = 1.8 V 2.5 5 10 kΩ 8 4 

VM内部抵抗         
VM−VDD間内部抵抗 RVMD VDD = 1.8 V, VVM = 0 V 100 300 900 kΩ 6 3 
VM−VSS間内部抵抗 RVMS VDD = 3.5 V, VVM = 1.0 V 10 20 40 kΩ 6 3 
0 V電池への充電機能         
0 V電池充電開始充電器電圧 V0CHA 0 V電池充電機能「可能」 1.2 － － V 11 2 
0 V電池充電禁止電池電圧 V0INH 0 V電池充電機能「禁止」 － － 0.5 V 12 2 
*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
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2. 検出遅延時間以外（−40°C～+85°C*1） 

表7 
（特記なき場合：Ta = −40°C～+85°C*1） 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定

条件 
測定 
回路 

検出電圧         
過充電検出電圧 
VCU = 3.900 V～4.500 V, 
5 mV Step 

VCU － VCU 

−0.055 VCU VCU 

+0.040 V 1 1 

過充電ヒステリシス電圧 
VHC = 0.1 V～0.4 V,  
50 mV Step 

VHC － VHC 

−0.025 VHC VHC 

+0.025 V １ 1 

過放電検出電圧 
VDL = 2.000 V～3.000 V,  
10 mV Step 

VDL － VDL 

−0.080 VDL 
VDL 

+0.080 V 2 2 

過放電ヒステリシス電圧 
VHD = 0.0 V～0.7 V,  
100 mV Step 

VHD － VHD 

−0.050 VHD VHD 

+0.050 V 2 2 

過電流1検出電圧 
VIOV1 = 0.050 V～0.300 V,  
10 mV Step 

VIOV1 － VIOV1 

−0.021 VIOV1 
VIOV1 

+0.021 V 3 2 

過電流2検出電圧 VIOV2 － 0.370 0.500 0.630 V 3 2 
負荷短絡検出電圧 VSHORT － 0.700 1.200 1.700 V 3 2 
充電器検出電圧 VCHA － −1.2 −0.7 −0.2 V 4 2 
入力電圧・動作電圧         
VDD−VSS間動作電圧 VDSOP1 内部回路動作電圧 1.5 － 8 V － － 
VDD−VM間動作電圧 VDSOP2 内部回路動作電圧 1.5 － 28 V － － 
消費電流（パワーダウン機能あり）        
通常動作時消費電流 IOPE VDD = 3.5 V, VVM = 0 V 0.7 3.5 8.0 μA 5 2 
パワーダウン時消費電流 IPDN VDD = VVM = 1.5 V － － 0.1 μA 5 2 
消費電流（パワーダウン機能なし）        
通常動作時消費電流 IOPE VDD = 3.5 V, VVM = 0 V 0.7 3.5 8.0 μA 5 2 
過放電時消費電流 IOPED VDD = VVM = 1.5 V 0.7 3.0 6.0 μA 5 2 
出力抵抗         

CO端子抵抗“H” RCOH VCO = 3.0 V, 
VDD = 3.5 V, VVM = 0 V 1.2 5 15 kΩ 7 4 

CO端子抵抗“L” RCOL 
VCO = 0.5 V, 
VDD = 4.5 V, VVM = 0 V 1.2 5 15 kΩ 7 4 

DO端子抵抗“H” RDOH VDO = 3.0 V, 
VDD = 3.5 V, VVM = 0 V 1.2 5 15 kΩ 8 4 

DO端子抵抗“L” RDOL 
VDO = 0.5 V,  
VDD = VVM = 1.8 V 1.2 5 15 kΩ 8 4 

VM内部抵抗         
VM−VDD間内部抵抗 RVMD VDD = 1.8 V, VVM = 0 V  78 300 1310 kΩ 6 3 
VM−VSS間内部抵抗 RVMS VDD = 3.5 V, VVM = 1.0 V 7.2 20 44 kΩ 6 3 
0 V電池への充電機能         
0 V電池充電開始充電器電圧 V0CHA 0 V電池充電機能「可能」 1.7 － － V 11 2 
0 V電池充電禁止電池電圧 V0INH 0 V電池充電機能「禁止」 － － 0.3 V 12 2 
*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
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3. 検出遅延時間 

(1) S-8261AAG, S-8261AAH, S-8261AAJ, S-8261AAL, S-8261AAM, S-8261AAN, S-8261AAO, S-8261AAP, 
S-8261AAR, S-8261AAZ, S-8261ABB, S-8261ABC, S-8261ABJ, S-8261ABK, S-8261ABM, S-8261ABN,  
S-8261ABP, S-8261ABR, S-8261ABS, S-8261ACB, S-8261ACE, S-8261ACI, S-8261ACK, S-8261ACM, 
S-8261ACJ, S-8261ACN 

表8 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.96 1.2 1.4 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 115 144 173 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 7.2 9 11 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.8 2.24 2.7 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta = －40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 0.7 1.2 2.0 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 80 144 245 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 5 9 15 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.2 2.24 3.8 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
 

(2) S-8261AAS 

表9 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.96 1.2 1.4 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 115 144 173 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 3.6 4.5 5.4 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.8 2.24 2.7 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta = －40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 0.7 1.2 2.0 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 80 144 245 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 2.5 4.5 7.7 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.2 2.24 3.8 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
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(3) S-8261AAT 

表10 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 3.7 4.6 5.5 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 29 36 43 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 14 18 22 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 7.2 9 11 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta = －40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 2.5 4.6 7.8 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 20 36 61 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 10 18 31 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 5 9 15 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
 

(4) S-8261AAU, S-8261AAX, S-8261ABA 

表11 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 3.7 4.6 5.5 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 115 144 173 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 7.2 9 11 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.8 2.24 2.7 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta = －40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 2.5 4.6 7.8 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 80 144 245 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 5 9 15 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.2 2.24 3.8 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
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(5) S-8261ABI, S-8261ABL, S-8261ABT 

表12 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.96 1.2 1.4 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 29 36 43 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 7.2 9 11 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.8 2.24 2.7 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta = －40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 0.7 1.2 2.0 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 20 36 61 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 5 9 15 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.2 2.24 3.8 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
 

(6) S-8261ABY, S-8261ABZ, S-8261ACA, S-8261ACS 

表13 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.96 1.2 1.4 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 115 144 173 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 7.2 9 11 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 0.89 1.12 1.35 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta = －40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 0.7 1.2 2.0 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 80 144 245 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 5 9 15 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 0.61 1.12 1.91 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
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(7) S-8261ACD 

表14 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.96 1.2 1.4 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 232 290 348 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 14 18 22 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.8 2.24 2.7 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta = －40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 0.7 1.2 2.0 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 160 290 493 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 10 18 31 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.2 2.24 3.8 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
 

(8) S-8261ACF 

表15 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.96 1.2 1.4 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 115 144 173 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 14 18 22 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.8 2.24 2.7 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta =－40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 0.7 1.2 2.0 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 80 144 245 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 10 18 31 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 1.2 2.24 3.8 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
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(9) S-8261ACH 

表16 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 測定 
条件 

測定 
回路 

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.24 0.3 0.36 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 29 36 43 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 7.2 9 11 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 0.89 1.12 1.35 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 220 320 380 μs 10 5 
遅延時間（Ta =－40°C～＋85°C）*1        
過充電検出遅延時間 tCU － 0.17 0.3 0.51 s 9 5 
過放電検出遅延時間 tDL － 20 36 61 ms 9 5 
過電流1検出遅延時間 tIOV1 － 5 9 15 ms 10 5 
過電流2検出遅延時間 tIOV2 － 0.61 1.12 1.91 ms 10 5 
負荷短絡検出遅延時間 tSHORT － 150 320 540 μs 10 5 

*1. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
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■ 測定回路 

注意 特に記述していない場合のCO端子の出力電圧（VCO）、DO端子の出力電圧（VDO）の“H”、“L”の判定はNch FET
のしきい値電圧（1.0 V）とします。このとき、CO端子はVVM基準、DO端子はVSS基準で判定してください。 

 
（1）測定条件1、測定回路1 

（過充電検出電圧、過充電ヒステリシス電圧） 
V1 = 3.5 Vに設定した状態からV1を徐々に上げ、VCO = “H”→“L”となるVDD－VSS間電圧を過充電検出電圧

（VCU）とします。その後V1を徐々に下げ、VCO = “L”→“H”となるVDD－VSS間電圧と過充電検出電圧（VCU）

の差を過充電ヒステリシス電圧（VHC）とします。 
 

（2）測定条件2、測定回路2 
（過放電検出電圧、過放電ヒステリシス電圧） 

V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態からV1を徐々に下げ、VDO = “H”→“L”となるVDD－VSS間電圧を過放電検

出電圧（VDL）とします。その後V1を徐々に上げ、VDO = “L”→“H”となるVDD－VSS間電圧と過放電検出電圧（VDL）

の差を過放電ヒステリシス電圧（VHD）とします。 
 

（3）測定条件3、測定回路2 
（過電流1検出電圧、過電流2検出電圧、負荷短絡検出電圧） 

V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態からV2を瞬時（10 μs以内）に上げ、VDO = “H”→“L”となるまでの遅延時

間が過電流１遅延時間の最小値から最大値の間であるVM－VSS間電圧を過電流1検出電圧（VIOV1）とします。 
V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態からV2を瞬時（10 μs以内）に上げ、VDO = “H”→“L”となるまでの遅延時

間が過電流2遅延時間の最小値から最大値の間であるVM－VSS間電圧を過電流2検出電圧（VIOV2）とします。 
V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態からV2を瞬時（10 μs以内）に上げ、VDO = “H”→“L”となるまでの遅延時

間が負荷短絡遅延時間の最小値から最大値の間であるVM－VSS間電圧を負荷短絡検出電圧（VSHORT）としま

す。 
 

（4）測定条件4、測定回路2 
（充電器検出電圧（= 異常充電電流検出電圧）） 

V1 = 1.8 V、V2 = 0 Vに設定した状態からV1を徐々に上げ、V1 = VDL+(VHD / 2) に設定し、その後V2を0 Vから

徐々に下げVDO = “L”→“H”となるVM－VSS間電圧を充電器検出電圧（VCHA）とします。 
充電器検出電圧の測定は、過放電ヒステリシス VHD ≠ 0 の製品のみ可能です。 
V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態からV2を徐々に下げVCO = “H”→“L”となるVM－VSS間電圧を異常充電電

流検出電圧とします。異常充電電流検出電圧は充電器検出電圧（VCHA）と同じ値です。 
 

（5）測定条件5、測定回路2 
（通常動作時消費電流、パワーダウン時消費電流、過放電時消費電流） 
パワーダウン機能「あり」 

V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態（通常状態）において、VDD端子に流れる電流（IDD）を通常動作時消費

電流（IOPE）とします。 
V1 = V2 = 1.5 Vに設定した状態（過放電状態）において、VDD端子に流れる電流（IDD）をパワーダウン時消費

電流（IPDN）とします。 
パワーダウン機能「なし」 

V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態（通常状態）において、VDD端子に流れる電流（IDD）を通常動作時消費

電流（IOPE）とします。 
V1 = V2 = 1.5 Vに設定した状態（過放電状態）において、VDD端子に流れる電流（IDD）を過放電時消費電流

（IOPED）とします。 
 



1セル用バッテリー保護IC  
S-8261シリーズ Rev.5.5_00 

 

 16

 
（6）測定条件6、測定回路3 

（VM－VDD間内部抵抗、VM－VSS間内部抵抗） 
V1 = 1.8 V、V2 = 0 Vに設定した状態において、VM－VDD間抵抗をVM－VDD間内部抵抗（RVMD）とします。 
V1 = 3.5 V、V2 = 1.0 Vに設定した状態において、VM－VSS間抵抗をVM－VSS間内部抵抗（RVMS）とします。 

 
（7）測定条件7、測定回路4 

（CO端子抵抗“H”、CO端子抵抗“L”） 
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V、V3 = 3.0 Vに設定した状態において、CO端子抵抗をCO端子抵抗“H”（RCOH）とします。 
V1 = 4.5 V、V2 = 0 V、V3 = 0.5 Vに設定した状態において、CO端子抵抗をCO端子抵抗“L”（RCOL）とします。 

 
（8）測定条件8、測定回路4 

（DO端子抵抗“H”、DO端子抵抗“L”） 
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V、V4 = 3.0 Vに設定した状態において、DO端子抵抗をDO端子抵抗“H”（RDOH）とします。 
V1 = 1.8 V、V2 = 0 V、V4 = 0.5 Vに設定した状態において、DO端子抵抗をDO端子抵抗“L”（RDOL）とします。 

 
（9）測定条件9、測定回路5 

（過充電検出遅延時間、過放電検出遅延時間） 
V2 = 0 Vに設定した状態において、V1を過充電検出電圧（VCU）−0.2 Vから瞬時（10 μs以内）に過充電検出電

圧（VCU）+0.2 Vに上げ、VCOが“H”→“L”となる迄の時間を過充電検出遅延時間（tCU）とします。 
V2 = 0 Vに設定した状態において、V1を過放電検出電圧（VDL）+0.2 Vから瞬時（10 μs以内）に過放電検出電

圧（VDL）−0.2 Vに下げ、VDOが“H”→“L”となる迄の時間を過放電検出遅延時間（tDL）とします。 
 

（10）測定条件10、測定回路5 
（過電流1検出遅延時間、過電流2検出遅延時間、負荷短絡検出遅延時間、異常充電電流検出遅延時間） 

V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態において、V2を0 Vから瞬時（10 μs以内）に0.35 Vに上げ、VDOが“L”とな

る迄の時間を過電流1検出遅延時間（tIOV1）とします。 
V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態において、V2を0 Vから瞬時（10 μs以内）に0.7 Vに上げ、VDOが“L”とな

る迄の時間を過電流2検出遅延時間（tIOV2）とします。 
V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態において、V2を0 Vから瞬時（10 μs以内）に1.6 Vに上げ、VDOが“L”とな

る迄の時間を負荷短絡検出遅延時間（tSHORT）とします。 
V1 = 3.5 V、V2 = 0 Vに設定した状態において、V2を0 Vから瞬時（10 μs以内）に−1.1 Vに下げ、VCOが“H”→“L”
となる迄の時間を異常充電電流検出遅延時間とします。異常充電電流検出遅延時間は過充電検出遅延時間と同

じ値です。 
 

（11）測定条件11、測定回路2（0 V電池充電機能「可能」） 
（0 V電池充電開始充電器電圧） 

V1 = V2 = 0 Vに設定した状態で、V2を徐々に下げていき、VCO = “H”（VVM+0.1 V以上）となるVDD−VM間電圧

を0 V電池充電開始充電器電圧（V0CHA）とします。 
 

（12）測定条件12、測定回路2（0 V電池充電機能「禁止」） 
（0 V電池充電禁止電池電圧） 

V1 = 0 V、V2 = −4 Vに設定した状態で、V1を徐々に上げていき、VCO = “H”（VVM+0.1 V以上）となるVDD－

VSS間電圧を0 V電池充電禁止電池電圧（V0INH）とします。 
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■ 動作説明 

備考 「■ バッテリー保護 IC の接続例」を参照してください。 

1. 通常状態 

本ICはVDD－VSS間に接続された電池の電圧やVM－VSS間の電圧差を監視し充電と放電を制御します。電池電

圧が過放電検出電圧（VDL）以上かつ過充電検出電圧（VCU）以下であり、VM端子の電圧が充電器検出電圧（VCHA）

以上かつ過電流1検出電圧（VIOV1）以下の場合、充電制御用FETと放電制御用FETの両方をオンします。この状

態を通常状態と言い、充電と放電は共に可能です。 
 
注意 最初に電池を接続する際、放電可能状態でない場合があります。この場合、VM端子とVSS端子をショー

トする、もしくは充電器を接続すると、通常状態に復帰します。 
 

2. 過電流状態（過電流1、過電流2、負荷短絡検出） 

通常状態の電池において、放電電流が所定値以上となることによりVM端子の電圧が過電流検出電圧以上となる

状態が過電流検出遅延時間以上続いた場合、放電制御用FETをオフし放電を停止させます。この状態を過電流状

態と言います。 
過電流状態中はIC内部でVM－VSS端子間をVM－VSS間内部抵抗（RVMS）によってショートしています。ただし、

負荷が接続されている間はVM端子の電圧は負荷によってVDD電位となっています。負荷を完全に切り離すとVM
端子はVSS電位に戻ります。 
VM端子電圧が過電流1検出電圧（VIOV1）以下に戻ったことを検出し、過電流状態から通常状態へ復帰します。 
 

3. 過充電状態 

通常状態の電池の電圧が充電中に過充電検出電圧（VCU）を越え、その状態を過充電検出遅延時間（tCU）以上保

持した場合、充電制御用FETをオフし充電を停止させます。この状態を過充電状態と言います。 
過充電状態の解除には、以下の2通り（（1）、（2））の場合があります。 
 
（1） 電池電圧が過充電検出電圧（VCU）−過充電ヒステリシス電圧（VHC）以下まで下がった場合、充電制御用

FETをオンし通常状態に戻ります。 
（2） 負荷を取り付けて放電を開始した場合、充電制御用FETをオンし通常状態に戻ります。負荷を取り付けて

放電を開始した直後に、放電電流が充電用FETの内部寄生ダイオードを通って流れます。このときVM端

子はVSS端子から内部寄生ダイオードのVf電圧だけ上昇します。VM端子が過電流1検出電圧以上であれば、

電池電圧が過充電検出電圧（VCU）以下となった場合、過充電状態を解除します。 
 
注意 1. 過充電検出電圧（VCU）を越えて充電された電池で、重い負荷をつなげても電池電圧が過充電検出電圧

（VCU）以下に下がらない場合、電池電圧が過充電検出電圧（VCU）を下回る迄、過電流1、過電流2およ

び負荷短絡検出は機能しません。ただし実際の電池では内部インピーダンスが数十mΩありますので過

電流を発生させるような重い負荷がつながれた場合は、電池電圧はただちに低下するため過電流1、過

電流2および負荷短絡検出は機能します。 
2. 過充電検出後に充電器を接続した状態の場合、電池電圧が過充電解除電圧（VCL）を下回っても、過充

電状態は解除しません。充電器を開放することによりVM端子電圧が充電器検出電圧（VCHA）を上回っ

た場合、過充電状態を解除します。 
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4. 過放電状態  

パワーダウン機能「あり」 
通常状態の電池の電圧が放電中に過放電検出電圧（VDL）を下回りその状態を過放電検出遅延時間（tDL）以上保

持した場合、放電制御用FETをオフし放電を停止させます。この状態を過放電状態といいます。放電制御用FET
がオフすると、VM端子はIC内部のVM－VDD間内部抵抗（RVMD）によってプルアップされます。その後VM－VDD
間電圧差がtyp.1.3 V以下になると、消費電流をパワーダウン時消費電流（IPDN）まで減らします。この状態をパ

ワーダウン状態と言います。 
パワーダウン状態からの解除は充電器を接続してVM－VDD間電圧差がtyp.1.3 V以上になることで行われます。

この状態からさらに電池電圧が過放電検出電圧（VDL）以上になると、過放電状態からFETがオンに変わり通常

状態に戻ります。 
 

パワーダウン機能「なし」 
通常状態の電池の電圧が放電中に過放電検出電圧（VDL）を下回りその状態を過放電検出遅延時間（tDL）以上保

持した場合、放電制御用FETをオフし放電を停止させます。この状態を過放電状態といいます。放電制御用FET
がオフすると、VM端子はIC内部のVM－VDD間内部抵抗（RVMD）によってプルアップされます。その後電池電圧

が過放電検出電圧（VDL）+過放電ヒステリシス電圧（VHD）以上になると、過放電状態からFETがオンに変わり

通常状態に戻ります。 
 

5. 充電器検出 

過放電状態の電池を充電器につなげた時にVM端子電圧が充電器検出電圧（VCHA）を下回っている場合は、充電

器検出機能によって過放電ヒステリシスを解除しますので、電池電圧が過放電検出電圧（VDL）以上で過放電解

除し、放電制御用FETをオンします。この動作を充電器検出といいます。 
過放電状態の電池を充電器につなげた時にVM端子電圧が充電器検出電圧（VCHA）を下回っていない場合は、通

常通り電池電圧が過放電検出電圧（VDL）+過放電ヒステリシス電圧（VHD）以上で過放電解除します。 
 

6. 異常充電電流検出 

通常状態の電池を充電中にVM端子電圧が充電器検出電圧（VCHA）を下回り、その状態を過充電検出遅延時間（tCU）

以上保持した場合、充電制御用FETをオフし充電を停止させます。この動作を異常充電電流検出といいます。 
異常充電電流検出はDO端子電圧が“H”、かつVM端子電圧が充電器検出電圧（VCHA）を下回った場合に機能しま

す。したがって、過放電状態の電池に異常な充電電流が流れた場合は、電池電圧が過放電検出電圧以上になって

DO端子電圧が“H”になってから、過充電検出遅延時間（tCU）後に充電制御用FETをオフし充電を停止させます。 
異常充電電流検出状態は、VM－VSS間電圧差が充電器検出電圧（VCHA）未満になることにより解除されます。 
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7. 遅延回路 

各種検出遅延時間は約3.5 kHzのクロックをカウンターで分周して作っています。 
 

備考1. 過電流2検出遅延時間 (tIOV2) 、負荷短絡検出遅延時間 (tSHORT) の開始は、過電流1検出電圧 (VIOV1) を検

出した時です。したがって、過電流1検出電圧 (VIOV1) を検出してから過電流2検出遅延時間 (tIOV2)、負荷

短絡検出遅延時間 (tSHORT) を越えて過電流2検出電圧 (VIOV2) 、負荷短絡検出電圧 (VSHORT) を検出した

場合、それぞれ検出した時点から、tIOV2、tSHORT以内に放電制御用FETをオフします。 

DO 端子 

VM 端子 

VDD 

VDD 

Time 

VIOV1 

VSS 

VSS 

VIOV2 

過電流 2 検出遅延時間（tIOV2） 

Time 

tD 0≦tD≦tIOV2 

 
図5 

 
2. パワーダウン機能「あり」 

過電流を検出した後、負荷を外さずにその状態を過放電検出遅延時間 (tDL) 以上続けた場合は、電池電

圧が過放電検出電圧 (VDL) を下回った時点でパワーダウン状態に移行します。また、過電流によって電

池電圧が過放電検出電圧 (VDL) 以下に下がった場合は、過電流検出によって放電制御用FETをオフした

後、電池電圧の戻りが遅く、過放電検出遅延時間 (tDL) 後の電池電圧が過放電検出電圧 (VDL) 以下の場

合にパワーダウン状態に移行します。 

パワーダウン機能「なし」 
過電流を検出した後、負荷を外さずにその状態を過放電検出遅延時間（tDL）以上続けた場合は、電池電

圧が過放電検出電圧（VDL）を下回った時点で過放電状態に移行します。 
また、過電流によって電池電圧が過放電検出電圧（VDL）以下に下がった場合は、過電流検出によって

放電制御用FETをオフした後、電池電圧の戻りが遅く、過放電検出遅延時間 (tDL) 後の電池電圧が過放

電検出電圧 (VDL) 以下の場合に過放電状態に移行します。 
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8. DP端子 

DP端子は遅延時間測定用テスト端子です。通常使用時は、DP端子はオープンにしてください。 
DP端子に1000 pF以上の容量、1 MΩ以下の抵抗が接続されると遅延時間あるいは各検出電圧に誤差が生じる可

能性が有りますので注意してください。 
 

9. 0 V電池への充電機能「可能」 

接続された電池の電圧が自己放電により0 Vになった状態から充電を行なえる機能です。0 V電池充電開始充電器

電圧（V0CHA）以上の電圧の充電器をEB+端子とEB−端子間に接続すると、充電制御用FETのゲートをVDD端子電

圧に固定します。充電器電圧によって充電制御用FETのゲートソース間電圧がターンオン電圧以上になると、充

電制御用FETがオンし充電が開始されます。このとき放電制御用FETはオフしており、充電電流は放電制御用FET
の内部寄生ダイオードを通って流れます。電池電圧が過放電検出電圧（VDL）+過放電ヒステリシス電圧（VHD）

以上になると通常状態になります。 
 
注意 完全放電された電池を再度充電することを推奨しないリチウムイオン電池もあります。使用するリチウム

イオン電池の特性に依存しますので、0 V電池充電機能「可能」、「禁止」を決定する際は、詳細を電池

メーカーに確認してください。 
 
備考 0 V電池への充電機能は異常充電電流検出機能に対して優先されます。したがって、0 V電池への充電機能

「可能」の製品は、電池電圧が低い間は強制的に充電可能となってしまい、異常充電電流を検出すること

ができません。 
 
10. 0 V電池への充電機能「禁止」 

内部ショートの電池（0 V電池）が接続された場合に、充電を禁止する機能です。電池電圧が0 V電池充電禁止電

池電圧（V0INH）以下の時は、充電制御用FETのゲートをEB−端子電圧に固定し、充電を禁止します。電池電圧が

0 V電池充電禁止電池電圧（V0INH）以上の場合は、充電を行うことができます。 
 
注意 完全放電された電池を再度充電することを推奨しないリチウムイオン電池もあります。使用するリチウム

イオン電池の特性に依存しますので、0 V電池充電機能「可能」、「禁止」を決定する際は、詳細を電池

メーカーに確認してください。 
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■ タイミングチャート 

（1） 過充電検出 / 過放電検出 
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状態 

過放電検出遅延時間 (tDL) 

備考 (1) 通常状態、(2) 過充電状態、(3) 過放電状態、(4) 過電流状態 
充電器は、定電流充電を示しています。 
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図6 
 

（2） 過電流検出 
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備考 (1) 通常状態、(2) 過充電状態、(3) 過放電状態、(4) 過電流状態 
充電器は、定電流充電を示しています。  

図7 
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（3） 充電器検出 

 

VCU 
VCU−VHC 
 
VDL+VHD 
VDL 

VDD 
 
 
 
VSS 

VDD 
 
 
VSS 

VDD 
 
 
VSS 
VCHA 

過放電検出遅延時間 (tDL) 

VM 端子電圧 < VCHAの場合 
過放電検出電圧 (VDL)で過放電解除 

(1) (3) (1) 

電池電圧 

DO 端子 

CO 端子 

VM 端子 

充電器接続 

負荷接続 

状態 

備考 (1) 通常状態、(2) 過充電状態、(3) 過放電状態、(4) 過電流状態 
充電器は、定電流充電を示しています。 

図8 
 
（4） 異常充電電流検出 
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VCU 
VCU−VHC 
 

VDL+VHD 
VDL 

VDD 
 
 
 
VSS 

VDD 
 
 
VSS 

VDD 
 
 
VSS 
VCHA 

備考 (1) 通常状態、(2) 過充電状態、(3) 過放電状態、(4) 過電流状態 
充電器は、定電流充電を示しています。  

図9 
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■ バッテリー保護ICの接続例 

 
R1 : 470 Ω 

電池 C1 : 
0.1μF 

VSS 
DO 

VDD 

CO VM 

S-8261シリーズ 

FET1 FET2 
EB－ 

EB＋ 

R2 : 2 kΩ 

DP 

 
図10 

 
表17 外付け部品定数 

記号 部品 目的 Min. Typ. Max. 備考 

FET1 Nch  
MOS FET 

放電制御 － － － しきい値電圧≦過放電検出電圧*1 
ゲートソース間耐圧≧充電器電圧*2 

FET2 Nch  
MOS FET 

充電制御 － － － しきい値電圧≦過放電検出電圧*1 
ゲートソース間耐圧≧充電器電圧*2 

R1 抵抗 ESD対策,  
電源変動対策 300 Ω 470 Ω 1 kΩ 

消費電流による過充電検出精度の悪化を防ぐ

ため、なるべく小さくしてください。*3 

C1 容量 電源変動対策 0.022 μF  0.1 μF 1.0 μF 
必ずVDD－VSS間に0.022 μF以上の容量を

付けてください。*4 

R2 抵抗 充電器 
逆接続対策 300 Ω 2 kΩ 4 kΩ 

充電器逆接続時に流れる電流を抑えるために

なるべく大きくしてください。*5 

*1. しきい値電圧が低いFETを用いた場合、充電電流をカットできなくなる場合があります。 
しきい値電圧が過放電検出電圧以上のFETを用いた場合、過放電検出する前に放電を止めてしまう場合があります。 

*2. ゲートソース間耐圧が充電器電圧以下の場合、FETを破壊してしまうおそれがあります。 
*3. R1に大きな抵抗を付けた場合は、充電器逆接続で充電器からICへ電流が流れ込むため、VDD－VSS間電圧が絶対最

大定格を越える場合があります。R1にはESD保護のため300 Ω以上の抵抗を付けてください。 
*4. C1に0.022 μF未満の容量を付けた場合、負荷短絡検出時においてDOが発振する場合があります。必ず、C1には 

0.022 μF以上の容量を付けてください。 
*5. R2に4 kΩよりも大きな抵抗を付けた場合、高い電圧の充電器が接続された時に充電電流をカットできなくなる場合が

あります。 
 
注意1. 上記定数は予告なく変更することがあります。 

2. DP端子には何も接続しないでください。 
3. 上記接続例以外の回路においては、動作確認されていません。また、上記接続例および定数は、動作を保証す

るものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。 
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■ 注意事項 

・IC内での損失がパッケージの許容損失を越えないように、入出力電圧、負荷電流の使用条件に注意してください。 

・本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加されないよ

うにしてください。 

・弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様また、出荷先の国などによって当 
ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。 
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■ 諸特性データ（Typicalデータ） 
1. 検出／解除電圧の温度特性 

過充電検出電圧－温度特性 過充電解除電圧－温度特性 
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過放電検出電圧－温度特性 過放電解除電圧－温度特性 
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過電流1検出電圧－温度特性 過電流2検出電圧－温度特性 
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負荷短絡検出電圧－温度特性  
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2. 消費電流の温度特性 

通常動作時消費電流－温度特性 パワーダウン時消費電流－温度特性 
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3. 消費電流の電源電圧特性（Ta = 25°C） 

消費電流－電源電圧特性  
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4. 検出／解除遅延時間の温度特性 

過充電検出遅延時間－温度特性 過充電解除遅延時間－温度特性 
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過放電検出遅延時間－温度特性  
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過電流1検出遅延時間－温度特性 過電流2検出遅延時間－温度特性 
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負荷短絡検出遅延時間－温度特性  
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5. 遅延時間の電源電圧特性（Ta = 25°C） 

過電流1検出遅延時間－電源電圧特性 過電流2検出遅延時間－電源電圧特性 
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6. CO端子/DO端子の出力電流特性（Ta = 25°C） 

CO端子ソース電流特性 VDD = 3.5 V, VM = VSS = 0 V CO端子シンク電流特性 VDD = 4.5 V, VM = VSS = 0 V 
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DO端子ソース電流特性 VDD = 3.5 V, VM = VSS = 0 V DO端子シンク電流特性 VDD = 1.8 V, VM = VSS = 0 V 
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 マーキング仕様 

1. SOT-23-6 

1 2 3

46 5

Top view

(1) (2) (3) (4)

 

   
 (1) ~ (3) : 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)  
 (4) : ロットナンバー 
   
   
   
   
   
   

   

製品名と製品略号の対照表 

製品名 
製品略号  

製品名 
製品略号 

(1) (2) (3)  (1) (2) (3) 
S-8261AAGMD-G2GT2x G 2 G  S-8261ABMMD-G3MT2x G 3 M 
S-8261AAHMD-G2HT2x G 2 H  S-8261ABNMD-G3NT2x G 3 N 
S-8261AAJMD-G2JT2x G 2 J  S-8261ABPMD-G3PT2x G 3 P 
S-8261AALMD-G2LT2x G 2 L  S-8261ABRMD-G3RT2x G 3 R 
S-8261AAMMD-G2MT2x G 2 M  S-8261ABSMD-G3ST2x G 3 S 
S-8261AANMD-G2NT2x G 2 N  S-8261ABTMD-G3TT2x G 3 T 
S-8261AAOMD-G2OT2x G 2 O  S-8261ABYMD-G3YT2x G 3 Y 
S-8261AAPMD-G2PT2x G 2 P  S-8261ABZMD-G3ZT2x G 3 Z 
S-8261AARMD-G2RT2x G 2 R  S-8261ACAMD-G4AT2x G 4 A 
S-8261AASMD-G2ST2x G 2 S  S-8261ACBMD-G4BT2x G 4 B 
S-8261AATMD-G2TT2x G 2 T  S-8261ACDMD-G4DT2x G 4 D 
S-8261AAUMD-G2UT2x G 2 U  S-8261ACEMD-G4ET2x G 4 E 
S-8261AAXMD-G2XT2x G 2 X  S-8261ACFMD-G4FT2x G 4 F 
S-8261AAZMD-G2ZT2x G 2 Z  S-8261ACHMD-G4HT2x G 4 H 
S-8261ABAMD-G3AT2x G 3 A  S-8261ACIMD-G4IT2x G 4 I 
S-8261ABBMD-G3BT2x G 3 B  S-8261ACJMD-G4JT2x G 4 J 
S-8261ABCMD-G3CT2x G 3 C  S-8261ACKMD-G4KT2x G 4 K 
S-8261ABIMD-G3IT2x G 3 I  S-8261ACMMD-G4MT2x G 4 M 
S-8261ABJMD-G3JT2x G 3 J  S-8261ACNMD-G4NT2x G 4 N 
S-8261ABKMD-G3KT2x G 3 K  S-8261ACSMD-G4ST2y G 4 S 
S-8261ABLMD-G3LT2x G 3 L      

 
備考  1. x : GまたはU 
  2. y : SまたはU 
  3. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。 
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ANGLE

ABLIC Inc.

2.9±0.2
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1 2 3
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ABLIC Inc.

mm
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Enlarged drawing in the central part
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装置の部品として本製品を使用された場合または弊社が事前明示した用途以外に本製品を使用された場合、これらに

より発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。 

9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。本製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、
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10. 本製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってく
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11. 本製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れな

いようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注

意してください。 

12. 本製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。 

13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。本資料中の記載内容について、弊社または第

三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。本資料の一部または全部

を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。 

14. 本資料の内容の詳細その他ご不明な点については、販売窓口までお問い合わせください。 

15. この免責事項は、日本語を正本として示します。英語や中国語で翻訳したものがあっても、日本語の正本が優越しま
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